Germanium-Transistoren fiir NF-Verstérker und Schalteranwendungen

Transistoren

Kennwerte bei #ta = 25° C — 5 grd Héchstwerte
Type
R ch- Wiarme-
/ f!'—"\»\ Strom- | Kollektor- f:;:lscr Kollektor- | Kollektor- Kollektor- |  iderstand Sperr- | Bau- Verwendungszweck
g r ] v reststrom F [dB] rest- spannung . Rih Iqr_d schicht- | form
stérkung Iceo [1A] (ry | SPannung Uce [V] 1. [mA] ";\:: temperatur|
hote (-leceo) | (#S) | FUecs[V]l (Ucew € (R‘“ I.w I) #; [°C]
GC 100 > 18 < 800 |< 25 8 15 <10 75 17 | NF-Vorstufen
GC 101 >~ 18 [ <800 |< 10 8 15 <10 75 17" | NF-Vorstufen rauschorm
Fiir mittelschnellen Schalt-
GS 100 > 29 (<15) (<3| <050 | > 15 50 <10 75 17 | betrieb
GS 109 ~ 29 (<< 15) [(<1,5)| <055 | > 15 200 < 0,5 85 13
GS 110 =~ 29 (< 15) [(<1.5)] <055 | > 15 200 <05 85 13 | Schalter fiir mittlere Ge-
N _ schwindigkeit in logischen
GS 1M > 29 (<< 15) |(<1,2)] < 0,55 15 200 = 0,5 85 13 Schultungen
GS 12 =29 (<15 [(<1)] <055 | > 15 200 <05 85 13
GC M = 10 800 (80) 125 < 043 75 13 | NF-Transistor fiir hohe
GC 112 ~: 10 800 (90) 195 — 043 75 13 | Spitzenspannungen
o1 10-22 | <600 |< 25 15 125 <043 75 13 NF-Vor- und Treiberstufen
GC 116 =~ 18 | <600 |< 25 - 15 125 < 0,43 75 13
GC 117 = 18 < 600 |< 10 15 125 < 0,43 75 13 T
GC 118 > 18 <600 |- 5 15 50 —~ 043 75 44 |TOUscharme
GC 120 <600 |< 25 <055 20 150 <043 75 14 | NF-Endstufen kleiner
GC 121 < 25| <055 20 150 < 0,43 75 14 | Leistung
GC 122 < 0,55 30 150 < 0,43 75 14 | 30 V-Schalttransistor
GC 123 < 0,55 60 150 < 0,43 75 14 | 60 V-Schalttransistor
GC 216%) > 18 | (<15) |< 25| <055 | (15) 100  |Pc =75 mW 75 12 | Treiberstufen fiir d. Mikro-
GC 217) > 18 | (<15) |< 10| <055 | (15 100 [Pc =75 mW 75 12 | modultechnik
GC 221%) ~ 18 (< 18) < 0,55 (15 100 Pc =75 mW 15 12 | NF-Endstufen
GC 2237) > 18 | (< 18) <055 | (66) 100 |Pc—= 75 mw 75 12 | 60 V-Schalttransistor
GC 3007 > 18 | = 500 20 500 (75) 75 13 | NF-Treiber- und Endstufen
GC 301%) ~ 18 < 500 32 500 (75) 75 13 | mittlerer Leistung
Germanium-Leistungstransistoren fiir Endstufen und Schalteranwendungen
Basisstrom Kollektorreststrom R
Tipe -Ig [mA] fur Uego M| -Uegrvl | e 1A Y 9 | Bau- Verwandungaiwedk
i ic=100mA | -lceo  dcso [ CBO CERLYI]-'C [E‘] °c] | form 9
(Ic=200mA) | [mA]l = [uA] W
GD 100 = 10 =1 = 30 20 18 1 < 15 75 15 NF-Leistungs-Endstufen
GD 110 < 5 2 = 30 20 18 1 < 15 75 15 | NF-Leistungs-Endstufen
GD 120 5 < < 30 33 30 1 - 15 75 15 30 V-Schalttransistor
GD 130 - 5 1 < 30 66 58 1 =~ 15 75 15 | 60 V-Schalttransistor
GD 150 (= 20) 15 - 50 20 18 3 < 15 15 15 NF-Leistungs-Endstufen
GD 160 (< 10 - 15 = 50 20 18 3 < 75 75 15 | NF-Leistungs-Endstufen
GD 170 (= 10) < 15 < 50 33 30 3 < 1,5 75 15 | 30 V-Schalttransistor
GD 180 (= 10) <15 < 50 66 60 3 < 15 75 15 60 V-Schaolttransistor
GD 200%) — < 3 < 150 30 20 6 = 2 75 16 . i
GD 2‘f0') < 3 < 150 60 48 6 = 9 75 16 15 W-Transistor fiir REQEI—
GD 220°) <3 | <15 | 80 60 6 | <2 75 | 16 | Zwecke

*) in Entwicklung

6



